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Inventia se referd la domeniul tehnicii de masurare si poate fi utilizatd in aparate de masurat, in care se utilizeaza
senzori pe baza de oxizi semiconductori nano-structurati.

Dispozitivul de masurare a rezistentei sen-zorilor pe baza de oxizi semiconductori nano-structurati include o sursa
de tensiune de referinta (1) conectatd la un voltmetru (6) si unitd in serie cu senzorul nano-structurat cercetat (2) si
cu un rezistor suplimentar (3), la nodul de conectare a caruia cu senzorul (2) este conectatd intrarea unui
amplificator (4). lesirea amplificatorului (4) este conectatd la un voltmetru (5), totodatd rezistorul (3), nodurile
comune ale sursei de tensiune de referinta (1), amplificatorul (4) si voltmetrele (5 si 6) sunt conectate la masa.
Metoda de masurare a rezistentei senzorilor pe bazad de oxizi semiconductori nano-structurati consta in aceea ca se
masoara tensiunea U; a sursei de tensiune de referinta, se masoara tensiunea Us pe rezistorul suplimentar, se
calculeaza valoarea tensiunii care cade pe senzorul cercetat conform formulei U,=U;-Us, si se calculeazi valoarea
curentu-lui care trece prin senzorul cercetat conform formulei 1,=Us/R3. Calcularea valorii rezistentei senzorului Ry
se efectueaza conform legii lui Ohm, utilizand valorile obtinute Uy si 1.
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